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Objetivos

El objetivo de este proyecto ha sido el estudio del tipo de dispositivos
nanométricos “FinFET” y dos aplicaciones a circuito: Inversor y memoria SRAM.
Mediante el uso de un software de simulacion de tipo TCAD.

En el caso de los transistores de tipo FinFET, el objetivo del estudio puede ser
dividido en dos partes principales:

En primer lugar, se estudiaran los efectos cudnticos cuando las dimensiones de
los transistores son menores de los (10nm y 15nm). Para ello, se realizaran
simulaciones basadas tanto en la fisica clasica como en la fisica cuéantica. Por otro
lado, se va a estudiar el efecto producido por los efectos de canal corto. Ademas, se
hard un estudio de la variabilidad de las caracteristicas de funcionamiento de los
transistores en funcion de las dimensiones que estos tienen. Para ello, se variaran la
longitud de puerta y la altura del fin y se estudiaran el DIBL, , , y

el sswing en otros parametros.

En el caso de las aplicaciones: Inversor y memoria SRAM, se realizard un
estudio completo de como funcionan para los transistores FInFETs que hayamos
creido que son los mas convenientes previamente estudiados.



Resumen

Gordon Moore anticipd que la cantidad de transistores en un circuito integrado se
duplicaria anualmente. No obstante, la disminucion del area enfrenta limitaciones
debido a que la cercania entre el drenador y la fuente ocasiona una reduccion en el
control de la distribucion del potencial y el flujo de corriente en el canal.
Paralelamente, se introducen fendomenos indeseados conocidos como "Efectos de
canal corto".

Para abordar este desafio, se consider6 en primer lugar el aumento del dopado
del dispositivo a niveles cada vez mas elevados. Posteriormente, surgi6 la propuesta
de implementar una capa aislante denominada BOX debajo de los componentes.

Se han logrado configuraciones notablemente mas eficaces mediante la adopcion
de estructuras 3D con multiples puertas. Estas estructuras reducen los efectos
vinculados al canal corto y amplian el control sobre la concentracion de portadores en
el canal, permitiendo al mismo tiempo la disminucion de las dimensiones.

A través de simulaciones llevadas a cabo en Sypnosys Sentaurus y LTSPICE, se
han examinado en primer término los transistores 3D tipo FinFET. Siguiendo esta
misma linea, se profundiz6 en el analisis del inversor y la memoria tipo SRAM.

Un transistor FinFET puede asumir diversas configuraciones, ya sea similar a un
transistor planar con una sola puerta, a uno de doble puerta o incluso de triple puerta.
Ademas, cuando el grosor del canal se va haciendo menor, se desencadenan ciertos
efectos que también se han considerado en este estudio exhaustivo.

La reduccion del tamafio de los dispositivos también ha impactado en el disefo
de las memorias, donde se ha prescindido del condensador y se ha optado por confiar
exclusivamente en el almacenamiento de carga dentro del transistor para la
representacion de los estados "0" y "1".





